



































tV.電荷 ･軌道秩序のキャリア濃度依存性 一一一一 Prl_xCaxMnO3
V-1.Pr1_xCaxMn03のスピン電荷軌道秩序 (不整合な軌道秩序)
V-2.Prl_xCaxMnO3(0.3≦x<0.5)における磁場誘起絶縁体金属転移



























































h ._,Sr,MnO,という形でtA3'をsr2'で置換させると､形式的には､Mn4'(3d3:12g3) が xだけ生成され､eg軌道
にキャリア (ホール)を導入することになる｡図2(a)は､IAl.,Sr,MnO,のxをパラメータとした相図を示す 【18]｡
















第 1項はeg伝導電子の隣接 Mnサイト間の トランスファー積分､第2項はMnサイト内のeg伝導電子スピン (a)
と局在 t2gスピン (Si)間のフント結合を表す｡-電子バンド幅 W とは､W=2zt(Zは配位数)の関係がある.
Mn酸化物系ではJH>>Wの強結合の状況にある｡
いいかえると､外部磁場によって局在スピンを強制的に揃えてやれば､伝導電子のスピン散乱が減少し移





となる (図 3(e))[20,21]｡二重交換系の特徴は､強磁性転移温度 Tcが､伝導キャリアの トランスファー tの大
きさに比例することで､バンド幅の増大とともにTcは上昇する 【22]｡
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イオン半径の大きい場合 (例えば h._xSrxMnO3) では歪みが小さく､隣り合うMnO6人面体間でのMn-0-Mn
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図4･rkl./2Sr.′,MnO,の磁化 (上段)､格子定数 (中段)及び 図5.多くのRl′2Al′2MnO,でみられるMn3･/Mn4･=1/1にお
抵抗率 (下段)の温度依存性o強磁性転移温度 (TJは約 いて見られるスピン電荷軌道整列状態｡cE-type の反強磁
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完全な反平行から少しずつ傾きを持つように変化していく (図 8)oこの傾きは､xが 1/2から減少するに従っ
て著しくなり､x=0.3では平行 (強磁性的)になる 【24,25]｡キャリア濃度がx=1/2から減っている場合は､








5Kにおける強磁性 (110)､反強磁性 (1/21/20)と軌道整列に伴う超格子反射 (23/20)､それぞれの成分の磁
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∴ 二 十 ･十








上記の内容は､十倉好紀 (東大一融合研)､朝光敦 (東大)､桑原英樹 (上智大)､守友浩 (名古屋大)､吉沢英樹
(東大物性研)､古川はづき (お茶の水女子大)､梶本亮一 (お茶の水女子大)､三浦登 (東大物性研)､徳永将史 (上
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講義ノー ト
智大)各氏との共同研究の結果で､NEDO(新エわレギー産業技術総合開発機構)から委託をうけて実施したも
のです｡
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